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• 酸化ガリウム半導体は、大電力・高効率、経済的なパワー半導体として期待

• 超高感度エミッション顕微鏡を開発

• パワー半導体デバイスに致命的なキラー欠陥を同定

• シンクロトロンX線トポグラフィーでキラー欠陥の特性が明らかに

• 電気自動車電力制御用デバイスに目途
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ダイヤモンド 5.47 >10.0 ~3800 (h) 5.7 1.05 (h) 22

酸化ガリウム 4.8 8.0 ~300 (e) 10 1.1 (e) 0.14

窒化ガリウム 3.4 2.5 ~2000 (e) 8.9 1-2.5 (e) 1.5

シリコン
カーバイド

3.27 3.0 ~900 (e) 9.7 2 (e) 4.9

ガリウムひ素 1.4 0.4 ~8500 (e) 12.9 1-2 (e) 0.55

シリコン 1.1 0.3 ~1400 (e) 11.7 1 (e) 1.3
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図１．酸化ガリウムの優れた物性から期待されるデバイス性能

電気自動車など電力制御用デバイスに最適
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図2. 酸化ガリウムパワー半導体デバイスの問題点

酸化ガリウム半導体デバイスは、2インチの同一ウエハ上で、
リーク電流が高く、絶縁耐圧が低いSBD半導体デバイスが点在

SBD: ショットキーバリアダイオード



図３. 技術のポイント(1) 超高感度エミッション顕微鏡技術
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電子増倍型
CCDイメージセンサー

リーク電流経路からの微弱な発光を観察

SBD: ショットキーバリアダイオード

超高感度のCCDカメラを持つエミッション顕微鏡を開発

エミッション顕微鏡
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リーク電流の無いデバイス 高リーク電流のデバイス

図4. 超高感度エミッション顕微鏡によるキラー欠陥の同定
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キラー欠陥をエミッションパターンとして観察

キラー欠陥: SBDなどデバイスの特性に致命的な結晶欠陥



図5. 技術のポイント（２） シンクトロンX線トポグラフィー技術
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シンクロトロン
X線

二次元検出器（X線フィルム）



図６．シンクトロンX線トポグラフィーによるキラー欠陥の特性解明
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キラー欠陥の周辺に
高い歪みを観測

多結晶の特性

シンクロトロン
X線トポグラフィー像

エミッション顕微鏡像 原子間力顕微鏡像

キラー欠陥は、エピ膜成長中に
反応管内壁からの飛来する
微粒子に由来

技術的に解決し、実用化に目途

2インチ酸化ガリウムSBDウェハ
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